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第 3 章においては、 P b S (001 )面上での Au 蒸着膜の成長過程について述べている。観測された
低速電子回折像を多重散乱モデルに基づいて検討し、 PbS 表面上には A u (001 )単原子層がエピタ
キシャル成長した部分が存在し、その単原子層内のAu 原子間距離は、バルク結品の場合に比べて約
1.5% 減少していることを示している。
第 4 章においては、第 3 章と同じく P b S (001) 面土での Ag 蒸着膜の成長過程について述べてい
る。 Au の場合と比べて、 Ag はまったく異なった成長過程を示すことを明らかにしている。すなわ
ち (115) facet や (035) fa田t を形成しながら A g (001) 面がエピタキシャル成長すること、わよびAu
の場合のような A g (001) 単原子層のエピタキシャル成長が起らないことなどを見出している。さら
に、再結晶化により A g (001) 面に回転適合構造が存在することを明らかにして p る。
第 5 章においては、第 3 ・ 4 章で述べた A u , A g 蒸着膜の成長過程の相違を明確にするために検
討を加えている。
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本論文は、団体の N而i構造を研究するためのイけj な子段である低迷芯{- [111折を川いて、蒸着!肢のエ
ピタクシーに関してむこなった研究について述べてむり、エピタクシーの現象を川らかにする1:で'，T(
要な基礎的知見を 12ている。
これらの研究結果は、同体従 f- _C'、jその基礎となる物性(1'，) J; II 比に ffb・ 1j-するところが大き p。よって本
;論文は博オ二論丈として flllîfj直あるものと認める。
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